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IzraCunajte napetosti in toke pnp tranzistorja v orientaciji s skupno bazo v aktivnem podrocju
delovanja.

Le=99 or=0.8 Ur=25.66 mV

ICS =1 pA

IE =2 mA

UCB =2V

2. Iz podanih cetveropolnih parametrov nariSite inkrementalno nadomestno vezje in dolocite
napetostno ojacenje (Ay), ¢e je na izhodu prikljuc¢eno breme R =2 kQ.
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3. Za spojni FET tranzistor iz narisane krivulje v izhodni karakteristiki dolocite:
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a) tip kanala g : : : g 2 2 g
b) tok nasiéenja prl UGSZ IV 9 A ............................ ........ 1
C) makSimalni tOknaSiéenja (IDSS) 8 A ........................... ........ 1
d) napetost preééipnjenja (UP) in 7 A ........................... ........ 1
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4. MOS tranzistor v narisanem vezju se nahaja v mirovni delovni tocki Ups = 2.2 V in
Ugs = 3.5 V. Dolocite:

a) tip MOS tranzistorja,
b) orientacijo tranzistorja in

! G
c) prevodnostne Cetveropolne parametre gij. 7 -
u,
,unCo =1 II’IA\/_2 U + Ues ;7UDD
W/L=1.0 ““_ T - . — T
Ur=1.1V

Pisete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi ena¢bami in konstantami.




